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Для. исследования взаимодействия V,Mo,A£ меяду собой и 
«скокристаллом кремния использован электрохимический метод 
/V. 

Электрохимическая метод основан ка тон хорошо известном 
ф^кте, что различные материала (металлы, интерметаллические 
соединения, полупроводники) обладают в данном электролите 
различней по величине электрохимическими потенциалами. Сле­
довательно, при переходе фронта растворения через границу 
""'заелв днух материалов могно наблюдать скачок потенциала 
или токо растворения в зависимости от используемой схемы.Тол­
щина каждого слоя находится из закона Фарадея по количеству 
электричества, затраченному на растворение каждого слоя. 
Идентификация образующиеся Е системе фаз производилась мето­
дом электронной дифракции на просвет. 

Образцы для'исследовэний систем Mo-Si . V-Si приготавли­
вались напылением в вакууме ~ 3*10 торр на пластины Si .Не­
посредственно'перед помещением в вакуумную камеру пластины Л 
кипятились в смеси ( HQ£ :H,Ot =11.100), травилась в HF и 
пробивались Е деионлзеванной воде, В области температур 500* 
6С0°С Б системах Mo -Si и V-St отмечен рост фаз Mo6it 
A VSL, „ Температурная зависимость констант роста фаз MpSta 
и VSie опись'" -:ется уравнением Аррениуса: 

Яш. " ?.SS.tOfeap(-j§) си'.сек' 

Образцы для исследоврний систем Ма-А£ , У-At приготав­
ливались напылением в вакууме последовательно Мо или У , 
е аатем А£ ка термически окисленные пластины «Я' „ 
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Б системе У -At в области температур 350*500°С 
отмечен рост фаз VsAtt a VAt, . Фазы VsAt, и VAlt во 
временя отжига растут по параболическому закону. Для конотант 
роста подучена температурная зависимость: 

ЛГА( - <f /0 "схр f-^f) см'сек-

Отмечено, что поведение системы У'-А£ в существен­
ной степени определяется барьерным слоем, который может обра­
зовываться на К в процессе приготовления образцов. 

В системе А/о -Аб в области температур 500+600°С 
отмечен рост фаз AfoAt4 и AfoAHs . С течением времени отжи­
га изменяется скорость роста фаз * А/оА€* и AfoACt t а также 
энергия активации процессе роста о 3,7 эВ до ~ 2,5 эВ. Этот 
факт обсуждается с позиций влияния на процесс роста фаз криг 
визкы поверхности- зерна при размерах зерен, близких к размеру 
крнтичеокого зародыша. Температурная зависимость усредненных 
констант росте) фаз А/еА£4 и AfoAtr на начальном 
участке описывается уравнением Аррениуса: 
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i А.£.0егбА1пцАц, АЛ/САоюпг^пАо and СЯегеро* &.J. 
PAys. *ta£* So/ScrJ , 3f, 8i, (tsrfj. 
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